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Многокомпонентные твердые растворы на основе соединений АIIIBV применяются для изготовления датчиков Холла, магнетометров, оптических фильтров, инфракрасных диодов, детекторов, термоэлектрических, оптоэлектронных и других приборов. Несмотря на успехи в разработке технологии получения и изучения свойств этих структур [1-3], для практического использования необходимо решение проблемы термодинамической стабильности таких материалов, потеря которой на практике проявляется как изменение свойств материала. 

С использованием «физической концепции твердого раствора» определены координаты температурно-концентрационных областей возможного распада твердых растворов, построены когерентные сольвус и спинодаль в квазитройных системах  InAs-InSb-InP и GaAs-GaSb-GaP. Для построения купола распада в тройных системах InP – InAs– InSb и GaAs-GaSb-GaP были рассчитаны GM – x кривые ряда политермических разрезов с различным содержанием In(Ga)As.

Установлено, что при содержании в сплавах InAs и GaAs более 0,74  и более 0,83 мол. д., соответственно, тройной твердый раствор является термодинамически стабильным вплоть до комнатной температуры. Истинные пределы растворимости позволяет выявить учет упругой энергии когерентного сопряжения.
Когерентная диаграмма для квазитройной системы InAs – InP – InSb представлена на рис. 1.
Таким образом, для четверных твердых растворов с замещением в анионной подрешетке (InPxAsySb1-x-y, GaPxAsySb1-x-y) характерна широкая область несмешиваемости, причем выгодным является разделение на фазы, обогащенные наиболее высокотемпературным и наиболее низкотемпературным компонентами.
Исследование выполнено при финансовой поддержке Российского фонда фундаментальных исследований, проект № _______.
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ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ ТЕЗИСОВ

1. Объем тезисов должен быть не более 2-х страниц текста формата А4 (поля: сверху, снизу, справа — 2,0 см; слева — 3,0 см), включая рисунки, таблицы и ссылки на цитируемую литературу.
2.  Текст должен набираться 12 кеглем в редакторе MS Word (версия не ниже 6,0) в следующем порядке: название доклада (форматируется по центру, шрифт — bold); пустая строка; ФИО авторов; пустая строка; сведения об авторах: организация, на следующей строке E-mail, телефон и факс; пустая строка, текст тезисов, пустая строка, список цитируемой литературы. 

3. Рисунки не должны быть встроены в текст. Графический материал формировать в виде отдельных файлов (TIFF, JPEG, EPS) с разрешением 300 dpi. Каждый файл должен содержать один рисунок. Подрисуночные подписи должны размещаться в файле тезиса на последней странице. 

Образец подписи: 
Рис. 1. Бинодаль и химическая спинодаль (1); когерентные сольвус и спинодаль (2) в системе InP –InAs - InSb при 450 К.
